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 IE = IC + IB    con  
IE = αIC   y IE = (1-α) IB  =>   IC = β IB                   

β  = hFE

 
α depende del:  0.99 >α> 0.9             
 
    - Dopado  
     - Dimensiones físicas 
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IC = VCC  - VCE 
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Transistor Schottky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Operación en Corte y Saturación 
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Circuito de polarización universal 
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RTH = RB = R1//R2 

 
 
 
 
 

VTH = VBB =     R1 VCC

R1 + R2
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Encuentre el valor de R1 y R2  para lograr una corriente IC de 3 mA 
 

            Rechazo de β:  
Ic = VTH  - VBE  

           RE >> RTH/β     => RE + RTH/β  ≈ RE 

RE + RTH/β  
           RE = 10 RTH/β    
 

                                                   Si se tiene el dato se toma el β menor  
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¿Cómo lograr una Máxima Excursión Simétrica? 
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